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測定試料や検出器などの機械的運動を一切行わずに、広範囲の Crystal 

Truncation Rod(CTR)散乱分布を同時測定する方法の開発を進めてきた。彎

曲結晶ポリクロメーターに平行な白色 X 線を入射させることで、集束角の関数

で波長が変化する波長分散集束X線ビームを作り、焦点に置いた試料からの

散乱 X 線の強度分布を 2 次元検出器で測定することで、広範囲の CTR 散乱

プロファイルを同時測定することが可能である[1]。PF-AR NW2A のアンジュレ

ーター光源を用いて、100ミリ秒の露光時間で、一原子層程度の反射率である

10-8 までの CTR 散乱プロファイルを定量測定することに成功しており、表面・

界面構造の繰り返しの効かない動的変化を追随できる方法として、多分野で

の応用が期待される。 

 本手法では 1 つの試料配置で散乱面内

の 2次元Ｘ線散乱強度分布を広範囲に同

時測定できるため、試料を水平面内に回転

しながら測定を行うと、q 空間の 3次元マッ

ピングを行うことができる。従来の単色Ｘ線

を用いた方法では、試料や検出器を何度も

スキャンする必要があるが、本手法では短

時間で広範囲のマッピングを行うことが可

能である。図 1は本手法で測定した、

GaAs(001)- [(GaAs)12/(AlAs)8]50超格子試

料の 3次元逆格子マップである。実験は

PF-AR NW2A で行い、ポリクロメーターの

入射角を調整してエネルギー範囲 16~23 

keV の集束Ｘ線を試料上に集光した。検出

器には PILATUS 100K を用いた。図 1の測

定時間はわずか 49 秒であった。 
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図 1 本手法で測定した GaAs(001)- 

[(GaAs)12/(AlAs)8]50超格子試料のＸ線

散乱分布。測定時間は 49 秒。 


